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Напівпровідникові сполуки на основі CdTe застосовуються для виготовлення 
високоефективних сонячних батарей, γ- і χ-детекторів, ZnхCd1-хTe – для лазерів у видимій 
частині спектра, CdхHg1-хTe – для виготовлення інфрачервоних фотоприймачів далекого і 
середнього ІЧ-діапазону. Для хімічної обробки поверхні вказаних напівпровідників 
перспективним є рідкофазне травлення йодвиділяючими травильними композиціями на 
основі системи HNO3 – HI, що володіють низькими швидкостями травлення та є менш 
токсичними в порівнянні з іншими галогенвиділяючими травниками. Особливу увагу 
дослідники звертають на процеси, що протікають на межі розділу рідкої та твердої фази. 
Одним з важливих факторів хімічного полірування напівпровідників є електрохімічні 
процеси, про які можна судити за значенням електродних потенціалів.  
Для потенціометричного дослідження зразки напівпровідників вирізали у вигляді 
прямокутних пластин. Електроди з CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe 
припаювали за допомогою індію. Місце контакту і поверхню електроду, що бере участь в 
експерименті, ізолювали х  проведення вимірювань 
поверхню електроду прот ельно промивали 0,5 М 
розчин
в у
імічно стійким лаком [1]. Перед початком
равлювали поліруючим травником і рет
ом натрій тіосульфату та великою кількістю води. Електродні потенціали вимірювали 
та записували за допомогою іонометра И-160М, при цьому електродом порівняння слугував 
насичений хлор-срібний електрод з потенціалом 0,2445 В. Для приготування травильних 
розчині  використовували 60%-в  HNO3 (ос.ч) та 54%-ву НІ (хч). 
Зміни електродних потенціалів процесу травлення визначали впродовж першої хвилини 
полірування в розчинах, що містили, (об.%): 2-10 HNO3 в НІ. Встановлено, що для 
напівпровідників Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te, Cd0,2Hg0,8Te значення електродних потенціалів 
поступово знижуються від 0,25 до 0,12 В влення матеріалів 11-24 мкм/хв,  при швидкостях тра
що свідчить про процес розчинення і, як наслідок, відбувається полірування поверхні. 
Значення електродних потенціалів при травленні у розчині, (об.%): 8 HNO3 : 92 НІ 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Зміна значень електродних потенціалів з часом процесу полірування CdTe (1), 
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Н  
про
Cd Hg Te + 3І  → ,2 CdI  + 0,8 HgІ  + TeІ
а основі отриманих значень електродних потенціалів можна зробити припущення про
ходження наступних реакцій при розчиненні досліджуваних напівпровідників: 
 
Zn0,04Cd0,96Te + 3І2 → 0,04 ZnI2 + 0,96 CdІ2 + TeІ4 
Zn0,1Cd0,9Te + 3І2 → 0,1 ZnI2 + 0,9 CdІ2 + TeІ4 
0,2 0,8 2 2 2 4  0
 
Встан електродні овлено, що із збільшенням концентрації HNO3 підвищуються і 
потенціали процесу полірування CdTe та твердих розчинів на його основі (рис. 2), разом із 
тим з яменшується і швидкість травленн , що може бути пов’язане з частковою пасивацією 















Рис. 2. Залежність зміни електродних потенціалів від концентрації HNO3 процесу 
саморозчинення монокристалів у розчинах HNO3–HI: 1 – CdTe; 2 – Zn0,04Cd0,96Te; 3 – 
Zn0,1Cd0,9Te; 4 – Cd0,2Hg0,8Te.  
 
Визначено, що поверхня досліджуваних монокристалів після травлення композиціями 
на основі HNO3–HI характеризується дзеркальним блиском та високою якістю полірування 
(Rz < 50 нм). При додаванні в досліджувані розчини органічних кислот і в’язких розчинників 
можна отримати повільні травники для монокристалів і плівок CdTe та твердих розчинів 
ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe, що дасть можливість контролювати процес їх полірування менш 
токсичними іодвиділяючими травниками. 
Висловлюємо подяку за сприяння у виконанні роботи та допомогу в аналізі отриманих 
експериментальних даних професору, д.х.н. Томашику В.М., старшому науковому 
співробітнику, к.х.н. Томашик З.Ф., доценту, к.х.н. Гриціву В.І. 
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